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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung zum Betrieb einer oder mehrerer Niederdruckentladungs-
lampen gemaf dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Eine derartige, dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 entsprechende Schaltungsanordnung ist beispiels-
weise in der PCT-Anmeldung mit der internationalen Veréffentlichungsnummer WO 93/12631 offenbart. Diese Schal-
tungsanordnung besitzt einen Wechselrichter mit nachgeschaltetem Resonanzkreis zum Betrieb einer oder mehrerer
Niederdruckentladungslampen mit vorgeheizten Lampenelektroden. Die Vorheizphase der Lampenelektroden wird
durch ein Relais oder einen Halbleiterschalter beendet, das bzw. der sein Steuersignal von einem Schwellwert- oder
Zeitschalter erhalt, der seinerseits, wahrend der Vorheizphase, den Spannungsabfall Giber den Elektrodenwendeln der
Lampe auswertet. Bei der Herstellung der Elektrodenwendeln verursachen bereits relativ geringe Toleranzen ver-
gleichsweise grof3e Streuungen ihres ohmschen Widerstandes, so daf’ auch, selbst bei Elektroden des gleichen Typs,
die an den Elektrodenwendeln anliegende Heizspannung entsprechend gro3en Streuungen unterworfen ist. Diese
Streuungen kénnen nun dazu fiihren, dafl manche Niederdruckentladungslampen mit kalten Lampenelektroden, also
ohne ausreichende Elektrodenvorheizung, ziinden. Lange Zuleitungen zu den Lampen kdénnen ebenfalls eine unge-
nigende Elektrodenvorheizung verursachen. Werden lange Zuleitungen zu den Lampen verwendet, so kann, insbe-
sondere bei niederohmigen Elektrodenwendeln, deren Impedanz warme Lampenelektroden vortduschen, weil sich die
Zuleitungsimpedanzen zum Widerstand der Elektrodenwendeln addieren.

[0003] Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine Schaltungsanordnung zum Betrieb einer oder mehrerer Niederdruck-
entladungslampen bereitzustellen, die eine ausreichende Vorheizung der Lampenelektroden bei geringem Schaltungs-
aufwand gewahrleistet.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1 geldst. Weitere
vorteilhafte Ausfiihrungen der Erfindung sind in den Unteranspriichen beschrieben.

[0004] Die erfindungsgemafie Schaltungsanordnung besitzt einen Wechselrichter mit nachgeschaltetem Serienre-
sonanzkreis, der mindestens eine Niederdruckentladungslampe mit vorheizbaren Elektrodenwendeln betreibt. Die
Lampenelektroden sind in einen oder mehreren Heizkreisen integriert. Einer der Heizkreise enthalt einen Halbleiter-
schalter, der diesen Heizkreis unmittelbar lber seine Schaltstrecke und die anderen Heizkreise durch transformatori-
sche Kopplung am Ende der Elektrodenvorheizphase zum Ziinden der Niederdruckendadungslampen vom niederoh-
migen in den hochohmigen Zustand umschaltet. In Serie zur Schaltstrecke dieses Halbleiterschalters ist ein Wider-
standselement geschaltet, dessen Widerstandswert derart gewahlt ist, dal Giber der Serienschaltung aus diesem Wi-
derstandselement und der Halbleiterschaltstrecke im niederohmigen Zustand der Schaltstrecke eine zur Steuerung
des Halbleiterschalters, d. h., eine zum Durchschalten des Halbleiterschalters ausreichende Spannung abfallt. Der
Halbleiterschalter ist, aufgrund der Spannungsbelastung beim Ziinden der Niederdruckendadungslampe, zweckma-
Rigerweise in den Gleichstromzweig eines Brikkengleichrichters geschaltet, wie weiter unten im Text anhand der ersten
beiden Ausflihrungsbeispiele erlautert. Allerdings 1aRt sich der Halbleiterschalter auch direkt, ohne Briickengleichrich-
ter, in den Heizkreis einfligen, wie das dritte Ausfihrungsbeispiel zeigt. Das Widerstandselement kann im Gleichstrom-
oder im Wechselstromkreis des Briickengleichrichters integriert sein. Vorteilhafterweise werden als Halbleiterschalter
ein Feldeffekttransistor und als Widerstandselement ein onmscher Widerstand oder ein Kondensator verwendet, der
in Serie zur Drain-Source-Strecke des Feldeffekttransistors geschaltet ist. Die Impedanz des Widerstandselementes
wird derart gewahlt, dal® der Spannungsabfall Giber der Serienschaltung aus Widerstandselement und Drain-Source-
Strecke im niederohmigen Zustand ca. 10V betragt. Durch diese Wahl wird beim Einschalten der Schaltungsanordnung
bzw. der Lampen ein sicheres Durchschalten des Feldeffekttransistors in den niederohmigen Zustand gewahrleistet
und ein Kaltstart der Niederdruckendadungslampen verhindert. Besonders vorteilhaft, da kostenglinstig und mit ge-
ringen Verlustleistungen arbeitend, a3t sich diese Schaltungsanordnung bei mehreren in Serie zueinander geschal-
teten Niedeidruckentladungslampen verwenden.

Nachstehend wird die erfindungsgemafie Schaltungsanordnung anhand mehrerer bevorzugter Ausfiihrungsbeispiele
naher erlautert. Es zeigen:

Figur 1  Die Schaltungsanordnung gemaf des ersten Ausfihrungsbeispiels zum Betrieb zweier in Serie geschalteter
Niederdruckentladungslampen

Figur 2  Die Schaltungsanordnung gemaR des zweiten Ausfiihrungsbeispiels zum Betrieb einer Niederdruckentla-
dungslampe

Figur 3  Die Schaltungsanordnung gemaf des dritten Ausflihrungsbeispiels zum Betrieb einer Niederdruckentla-
dungslampe

[0005] Die Schaltungsanordnung gemaf des ersten Ausflihrungsbeispiels besitzt einen mit einer Gleichspannungs-



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 0 693 864 B1

quelle verbundenen Halbbriickenwechselrichter, bestehend aus zwei Schalttransistoren Q1, Q2 und einer Ansteue-
rungseinheit A fir diese Schalttransistoren. An den Mittenabgriff V1 des Halbbriickenwechselrichters ist ein Serienre-
sonanzkreis angeschlossen, der eine Resonanzinduktivitat L, einen Resonanzkondensator C2 und zwei in Serie zu-
einander geschaltete Niederdruckentladungslampen LP1, LP2 mit einer elektrischen Leistungsaufnahme von jeweils
58 W enthalt. Der Sequenzstartkondensator C1 ist parallel zur Lampe LP1 und der Resonanzkondensator C2 parallel
zur Serienschaltung beider Lampen LP1, LP2 angeordnet. Uber den Kopplungskondensator C3, der an den Pluspol
der Gleichspannungsquelle angeschlossen ist, wird der Stromkreis geschlossen. Die Schaltung besitzt ferner zwei
Heizkreise zum Vorheizen der Lampenelektroden E1, E2, E3, E4.

[0006] Der erste Heizkreis wird von den Elektrodenwendeln E1, E4, dem Briickengleichrichter GL, der Primarwick-
lung des Transformators TR, dem ohmschen Widerstand Z und der Drain-Source-Strecke des Feldeffekttransistors
Q3 gebildet. Er dient zum Heizen der Lampenelektroden E1 und E4. Der ohmsche Widerstand Z und die Drain-Source-
Strecke sind in Reihe und zwischen die Gleichspannungsanschliisse des Briickengleichrichters GL geschaltet, so dal
sie im niederohmigen Zustand des Heizkreises bzw. des Feldeffekttransistors Q3 vom Elektrodenheizstrom durchflos-
sen werden. Parallel zur Serienschaltung aus Widerstand Z und Drain-Source-Strecke des Feldeffekttransistors Q3
ist ein Spannungsteiler R1, R2 geschaltet, dessen Mittenabgriff M mit der Gate-Elektrode des Feldeffekttransistors Q3
und mit dem Kollektor eines Bipolartransistors Q4 verbunden ist. Die Kollektor-Emitter-Strecke des Transistors Q4 ist
parallel zum Widerstand R2 des Spannungsteilers geschaltet. Parallel zum Spannungsteiler R1, R2 ist ferner ein
RC-Glied R3, C5 angeordnet, liber dessen Zeitkonstante die Dauer der Vorheizphase eingestellt werden kann. Insbe-
sondere hangt die Dauer der Vorheizphase hier nicht vom temperaturabhangigen Verlauf des Elektrodenwendelwider-
standes ab. Die Basis-Emitter-Strecke des Transistors Q4 ist, zusammen mit einem Basisvorwiderstand R4 und einer
Zenerdiode D1, parallel zum Kondensator C5 des RC-Gliedes geschaltet. Eine zwischen den Widerstanden Z und R1
angeordnete Gleichrichterdiode D2 verhindert, daR® der Entladestrom des Kondensators C5 uber die Schaltstrecke des
Feldeffekttransistors Q3 flief3t.

[0007] Der zweite Heizbeis ist transformatorisch an den ersten gekoppelt und besteht aus den Elektrodenwendeln
E2, E3, dem dazu in Serie geschalteten Widerstand R5 und der parallel zum Widerstand R5 angeordneten Sekundar-
wicklung des Transformators TR.

[0008] Nach Inbetriebnahme der Schaltungsanordnung erzeugt der Wechselrichter Q1, Q2, A zwischen den Abgrif-
fen V1, V2 eine hochfrequente (ca. 50 KHz) Wechselspannung. Der Feldeffekttransistor Q3 wird tiber den Spannungs-
teiler R1, R2 eingeschaltet, wobei der Widerstand Z gewahrleistet, dal® im niederohmigen Zustand des Feldeffekttran-
sistors Q3 eine ausreichend hohe Gleichspannung von ca. 10 V am Spannungsteiler R1, R2 zur Verfligung steht, um
Uber den Widerstand R2 die Gate-Elektrode anzusteuern, so daf} ein hochfrequenter Heizstrom durch die Lampen-
elektroden E1, E4 flieRen kann. Uber den Transformator TR wird im zweiten Heizkreis ein Heizstrom fiir die Lampen-
elektroden E2, E3 induziert. Wahrend der Vorheizphase |adt sich der Kondensator C5 tiber den Widerstand R3 auf.
Uberschreitet die Spannung am Kondensator C5 einen kritischen Wert, so wird die Zenerdiode D1 leitend und schaltet
den Bipolartransistor Q4 durch, so daf’ die nun leitfahige Kollektor-Emitter-Strecke des Transistors Q4 den Widerstand
R2 Giberbriickt. Dadurch wird der Gate-Elektrode des Feldeffekttransistors Q3 das Steuersignal entzogen, so daf} seine
Drain-Source-Strecke und damit auch der erste Heizkreis hochohmig wird. Uber die transformatorische Kopplung wird
auch der zweite Heizkreis gesperrt. Die Elektrodenvorheizphase ist beendet und am Resonanzkondensator C2 baut
sich die fur die Niederdruckentladungslampen LP1, LP2 erforderliche Ziindspannung auf. Der Kondensator C5 1adt
sich nach dem Ziinden der Lampen LP1, LP2 Uber die Betriebsspannung der Lampen auf eine Gleichspannung auf,
die Uber den Widerstand R4 und die Zenerdiode D1 zum sicheren Durchschalten des Transistors Q4 und damit zum
Sperren des Feldeffekttransistors Q3 im Lampenbetrieb ausreicht.

[0009] Einzelheiten Giber die Funktionsweise des Halbbriickenwechselrichters Q1, Q2, A sollen hier nicht erlautert
werden. Diese findet man beispielsweise in dem Buch "Elektronikschaltungen" von W. Hirschmann (Siemens AG) auf
den Seiten 147-148 und in der EP-OS 276 460.

[0010] Eine Dimensionierung der in diesem Ausflihrungsbeispiel verwendeten elektrischen Bauteile ist in Tabelle 1
angegeben.

[0011] Figur 2 zeigt ein zweites Ausflihrungsbeispiel der erfindungsgeméafien Schaltungsanordnung. Fir funktions-
gleiche Bauteile wurden ahnliche Bezugszeichen wie in Figur 1 gewahlt. Die Schaltungsanordnung besitzt einen von
einer Gleichstromquelle gespeisten Halbbriickenwechselrichter, bestehend aus den beiden Schalttransistoren Q1',
Q2' und der Ansteuerungsvorrichtung A'. An den Mittenabgriff V1' des Wechselrichters ist ein Serienresonanzkreis
angeschlossen, der eine Lampendrossel L', einen Koppelkondensator C3' und einen Resonanzkondensator C2' ent-
halt. Der Resonanzkondensator C2' ist mit dem Minuspol der Gleichspannungsquelle verbunden. Parallel zum Reso-
nanzkondensator C2' ist eine Niederdruckentladungslampe LP' mit vorheizbaren Elektroden wendeln E1', E2' geschal-
tet. Beide Lampenelektroden sind auf3erdem in einen Elektrodenheizkreis integriert, der als weitere wesentliche Be-
standteile einen Kondensator Z', einen Briickengleichrichter GL' und einen Feldeffekttransistor Q3' aufweist. Die Drain-
Source-Strecke des Feldeffekttransistors Q3' ist zwischen die Gleichspannungsanschlisse des Bruckengleichrichters
GL'integriert, wahrend der Kondensator Z' in Reihe zu den Wechselspannungsanschliissen des Briickengleichrichters



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 0 693 864 B1

GL' angeordnet ist, so dal3 der Kondensator Z' in Serie zur Drain-Source-Strecke des Feldeffekttransistors Q3' ge-
schaltet ist. Die Ansteuerung des Feldeffekttransistors Q3' erfolgt tber eine, mit einem Abgriff V3' im Heizkreis ver-
bundene Gleichrichterdiode D2' und einen Spannungsteiler R1', R2', dessen Mittenabgriff M' an die Gate-Elektrode
des Feldeffekttranssitors Q3' angeschlossen ist. Parallel zum Spannungsteiler R1', R2' ist ferner, wie bereits beim
ersten Ausflihrungsbeispiel beschrieben, ein RC-Glied, bestehend aus dem ohmschen Widerstand R3' und dem Kon-
densator C5', geschaltet. Aullerdem besitzt die Schaltungsanordnung einen weiteren Schalttransistor Q4', dessen
Basisanschlul3 Gber eine Zenerdiode D1' und einen Vorwiderstand R4', die beide parallel zum Kondensator C5' ange-
ordnet sind, angesteuert wird. Der Emitter des Transistors Q4' ist mit dem Minuspol des Kondensators C5' und mit
dem Briickengleichrichter GL' verbunden, wahrend der Kollektor des Transistors Q4' Gber den Mittenabgriff M' des
Spannungsteilers R1', R2' an die Gate-Elekirode des Feldeffekttransistors Q3' angeschlossen ist. Zusatzlich besitzt
die Schaltungsanordnung geman des zweiten Ausflihrungsbeispiels ein Lampenspannungsiiberwachungsglied, be-
stehend aus dem parallel zur Drain-Source-Strecke des Feldeffekttransistors Q3' geschalteten Spannungsteiler R6,
R7 und der parallel zum Widerstand R7 angeordneten Reihenschaltung aus Gleichrichterdiode D3 und Kondensator
C6.

[0012] Nach Inbetriebnahme der Schaltungsanordnung erzeugt der Wechselrichter Q1', Q2', A'im Serienresonanz-
kreis eine hochfrequente (ca. 50 KHz) Wechselspannung. Der Feldeffekttransistor Q3' wird Uber die Gleichrichteriode
D2' und den Spannungsteiler R1', R2' eingeschaltet, wobei der Kondensator Z' gewahrleistet, dal im niederohmigen
Zustand des Feldeffekttransistors Q3' eine ausreichend hohe Spannung (beispielsweise 10 V) am Spannungsteiler
R1', R2' zur Verfligung steht, um Giber den Widerstand R2' die Gate-Elektrode anzusteuern, so dal} ein hochfrequenter
Heizstrom durch die Lampenelektroden E1', E2' flie3t. Im Unterschied zum ersten Ausflihrungsbeispiel, bei dem der
in den Gleichstromkreis des Briickengleichrichters GL integrierte ohmsche Widerstand Z eine ausreichende Steuer-
spannung fir den Feldeffekttransistor Q3 erzeugte, wird diese Steuerspannung hier mittels des in den Wechselstrom-
kreis des Briickengleichrichters GL' integrierten Kondensators Z' erzeugt. Wahrend der Vorheizphase wird der Kon-
densator C5' (iber die Gleichrichterdiode D2' und den ohmschen Widerstand R3' aufgeladen. Uberschreitet die Span-
nung am Kondensator C5' einen kritischen Wert, so wird die Zenerdiode D1' leitend und schaltet den Bipolartransistor
Q4' durch, so dal die nun leitfahige Kollektor-Emitter-Strecke des Transistors Q4' den Widerstand R2' Uberbriickt.
Dadurch wird der Gate-Elektrode des Feldeffekttransistors Q3' das Steuersignal entzogen, so dal} seine Drain-Source-
Strecke und damit auch der Heizkreis hochohmig wird. Die Elektrodenvorheizphase ist beendet und am Resonanz-
kondensator C2' baut sich die fiir die Niederdruckentladungslampe LP' erforderliche Ziindspannung auf. Der Konden-
sator C5' [adt sich nach dem Zlinden der Lampe LP' liber die Betriebsspannung der Lampe auf eine Gleichspannung
auf, die Gber den Widerstand R4' und die Zenerdiode D1' zum sicheren Durchschalten des Transistors Q4' und damit
zum Sperren des Feldeffekttransistors Q3'im Lampenbetrieb ausreicht. Insoweit ist das Funktionsprinzip dieser Schal-
tung weitestgehend identisch zu der des ersten Ausfiihrungsbeispiels. Das zusatzlich beim zweiten Ausfiihrungsbei-
spiel installierte Lampenspannungsiiberwachungsglied R6, R7, D3, C6 Uberwacht die Zind- und Beoriebsspannung
an der Niederdruckentladungslampe LP'. Der Spannungsabfall am Kondensator C6 wird von einer Abschaltungs-Vor-
richtung ausgewertet, die hier der Ubersichtlichkeit halber mit der Ansteuerungsvorrichtung A' zusammengefalt ist.
Niederdruckentladungslampen altern im Verlauf ihrer Betriebszeit, d. h., sie weisen einen Anstieg der Ziindspannung
und oft auch unsymmetrisch abgebrannte Elektroden auf. Letzteres kann zu einem Gleichstrombetrieb der Nieder-
druckentladungslampe fihren. Ein Anstieg der Zund- oder Betriebsspannung an der Lampe LP' wird Gber den Span-
nungsabfall am Kondensator C6 der Abschaltungsvorrichtung mitgeteilt. Uberschreitet der Spannungsabfall am Kon-
densator C6 einen bestimmten Wert, so schaltet die Abschaltungsvorrichtung den Wechselrichter Q1', Q2' ab. Die
Abschaltungsvorrichtung entzieht tblicherweise einem der Schalttransistoren Q1 oder Q2 des Halbbriickenwechsel-
richters das Basissignal und legt so den Wechselrichter still. Eine Beschreibung einer derartigen Abschaltungsvorrich-
tung findet man beispielsweise in dem Gebrauchsmuster DE-U 91 14 204.

[0013] In Figur 3 ist ein drittes Ausfiihrungsbeispiel der erfindungsgemafien Schaltungsanordnung dargestellt. Die
Schaltungsanordnung besitzt einen von einer Gleichstromquelle gespeisten Halbbriickenwechselrichter, bestehend
aus den beiden Schalttransistoren Q1", Q2" und der Ansteuerungsvorrichtung A". An den Mittenabgriff V1" des Wech-
selrichters ist ein Serienresonanzkreis angeschlossen, der eine Lampendrossel L", einen Kopplungskondensator C3"
und einen Resonanzkondensator C2" enthalt. Der Resonanzkondensator C2" ist mit dem Minuspol der Gleichspan-
nungsquelle verbunden. Parallel zum Resonanzkondensator C2" ist eine Niederdruckentladungslampe LP" mit vor-
heizbaren Elektrodenwendeln E1", E2" geschaltet. Beide Lampenelektroden E1", E2" sind ausserdem in einen Elek-
trodenheizkreis integriert, der als weitere wesentliche Bestandteile einen Kondensator Z" und einen Feldeffekttransi-
stor Q3" aufweist. Der Kondensator Z" ist in Serie zur Drain-Source-Strecke des Feldeffekttransistors Q3" geschaltet.
Die Ansteuerung des Feldeffekttransistors Q3" erfolgt Uiber eine, mit einem Abgriff V3" im Heizkreis verbundene Gleich-
richterdiode D2" und einen Spannungsteiler R1", R2", dessen Mittenabgriff M" an die Gate-Elektrode des Feldeffekt-
transsitors Q3" angeschlossen ist. Parallel zum Spannungsteiler R1", R2" ist ferner, wie bereits beim ersten Ausfiih-
rungsbeispiel beschrieben, ein RC-Glied, bestehend aus dem ohmschen Widerstand R3" und dem Kondensator C5",
geschaltet. Ausserdem besitzt die Schaltungsanordnung einen weiteren Schalttransistor Q4", dessen Basisanschluf}
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Uber eine Zenerdiode D1" und einen Vorwiderstand R4", die beide parallel zum Kondensator C5" angeordnet sind,
angesteuert wird. Der Emitter des Transistors Q4" ist mit dem Minuspol des Kondensators C5" und mit der Lampen-
elektrode E1" verbunden, wahrend der Kollektor des Transistors Q4" Uiber den Mittenabgriff M" des Spannungsteilers
R1", R2" an die Gate-Elektrode des Feldeffekttransistors Q3" angeschlossen ist.

[0014] Die Funktionsweise des dritten Ausflihrungsbeispiels unterscheidet sich geringfiigig von der der vorher er-
lauterten Ausfiihrungsbeispiele. Beim dritten Ausflihrungsbeispiel ist der Feldeffekttransistor Q3 nicht, wie bie den
ersten beiden Ausflihrungsbeispielen beschrieben, in den Gleichstromkreis eines Briickengleichrichters GL, GL' inte-
griert, sondern direkt in den mit hochfrequentem Wechselstrom beaufschlagten Heizkreis geschaltet. Uberraschen-
derweise funktioniert die Elektrodenvorheizung hier auch ohne Gleichrichter GL bzw. GL".

[0015] Nach Inbetriebnahme der Schaltungsanordnung erzeugt der Wechselrichter Q1", Q2", A" im Serienresonanz-
kreis eine hochfrequente (ca. 50 KHz) Wechselspannung. Der Feldeffekttransistor Q3" wird Gber die Gleichrichterdiode
D2" und den Spannungsteiler R1", R2" eingeschaltet, wobei der Kondensator Z" gewabhrleistet, dal im niederohmigen
Zustand des Feldeffekttransistors Q3" eine ausreichend hohe Spannung (beispielsweise 10 V) am Spannungsteiler
R1", R2" zur Verfligung steht, um tber den Widerstand R2" die Gate-Elektrode anzusteuern, so daf} ein hochfrequenter
Heizstrom durch die Lampenelektroden E1", E2" flief3t. Im Unterschied zu den vorherigen beiden Ausflihrungsbeispie-
len sieht der Feldeffekttransistor Q3 hier einen Wechselstrom. Im niederohmigen Zustand der Drain-Source-Strecke,
d. h. wahrend der Elektrodenvorheizphase, wird die positive Halbwelle des Heizstromes Uiber die Drain-Source-Strecke
des Feldeffekttransistors Q3" geleitet, wahrend die negative Halbwelle des Heizstromes Uber die parallel zur Drain-
Source-Strecke geschaltete, in den Feldeffekttransistor Q3" integrierte Freilaufdiode (in Figur 3 gestrichelt abgebildet)
flieRt. Wahrend der Vorheizphase wird auflerdem der Kondensator C5" Uber die Gleichrichterdiode D2" und den ohm-
schen Widerstand R3" aufgeladen. Uberschreitet die Spannung am Kondensator C5" einen kritischen Wert, so wird
die Zenerdiode D1" leitend und schaltet den Bipolartransistor Q4" durch, so dalk die nun leitfahige Kollektor-Emitter-
Strecke des Transistors Q4" den Widerstand R2" iberbriickt. Dadurch wird der Gate-Elektrode des Feldeffekttransi-
stors Q3" das Steuersignal entzogen, so daf} seine Drain-Source-Strecke und damit auch der Heizkreis hochohmig
wird. Die Elektrodenvorheizphase ist nunmehr beendet und am Resonanzkondensator C2" baut sich die fiir die Nie-
derdruckentladungslampe LP" erforderliche Ziindspannung auf. Der Kondensator C5" I&dt sich nach dem Ziinden der
Lampe LP" Giber die Betriebsspannung der Lampe auf eine Gleichspannung auf, die uber den Widerstand R4" und die
Zenerdiode D1" zum sicheren Durchschalten des Transistors Q4" und damit zum Sperren des Feldeffekttransistors
Q3" im Lampenbetrieb ausreicht. Nach Beendigung der Vorheizphase entsteht mit Hilfe der Freilaufdiode an der Drain-
Source-Strecke des Feldeffekttransistors Q3" eine Sperrspannung, die ungeféhr der Ziind- bzw. Betriebsspannung
der Lampe LP" entspricht. Daher ist bei der Auswahl des Feldeffekttransistors Q3" darauf zu achten, daR dieser eine
ausreichende Spannungsfestigkeit besitzt. Allerdings kann die Spannungsbelastung des Feldeffekttransistors
Q3" auch mit Hilfe eines zuséatzlichen, parallel zur Drain-Source-Strecke geschalteten Kondensators C" (in Figur 3
gestrichelt abgebildet), so dall er mit dem Kondensator Z" einen kapazitiven Spannungsteiler bildet, verringert werden.
[0016] Die Erfindung beschrankt sich nicht auf die oben ndher beschriebenen Ausfiihrungsbeispiele. Beispielsweise
kann das RC-Glied R3, C5 zuséatzlich zu seiner oben beschriebenen Funktion, bei geeigneter Dimensionierung, auch
die Funktion der Lampenspannungsiiberwachungeinheit R6, R7, C6, D3 libernehmen. In diesem Fall wird von der
Abschaltvorrichtung der Spannungsabfall am Kondensator C5 iberwacht.

Tabelle 1

Dimensionierung der elektrischen Bauteile fiir zwei in Serie geschaltete 58 W-Leuchtstofflampen gemaR des ersten

Ausflhrungsbeispiels
Q1, Q2 BUF644
Q3 BUZ80
Q4 BC547B
L 1,25 mH
C1 100 pF
Cc2 7,5nF
C3 200 nF
C5 2,2 uF
z 6,8 Q
R1 240 KQ
R2 1 MQ
R3 480 KQ
R4 10 KQ
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Dimensionierung der elektrischen Bauteile fiir zwei in Serie geschaltete 58 W-Leuchtstofflampen gemaf des ersten
Ausflihrungsbeispiels

R5 | 2,2 KQ

Patentanspriiche

1.

Schaltungsanordnung zum Betrieb einer oder mehrerer Niederdruckentladungslampen, bestehend aus

- einem Wechselrichter (Q1, Q2; Q1', Q2'; Q1", Q2") mit einer Ansteuerungsvorrichtung (A; A'; A")

- einer Gleichspannungsversorgung fir den Wechselrichter,

- einem Resonanzkreis, der an den Wechselrichter (Q1, Q2; Q1', Q2'; Q1", Q2") angeschlossen ist und wenig-
stens eine Resonanzinduktivitat (L; L'; L") sowie einen Resonanzkondensator (C2; C2'; C2") besitzt und min-
destens eine, mit vorheizbaren Elektrodenwendeln (E1, E2, E3, E4; E1', E2'; E1", E2") ausgestattete Nieder-
druckentladungslampe (LP1, LP2; LP'; LP") betreibt,

- einem Heizschaltkreis zum Vorheizen von Lampenelekiroden (E1, E4; E1', E2'; E1", E2"),

- einem Halbleiterschalter (Q3; Q3'; Q3"), der den Heizschaltkreis zwischen einem niederohmigen und einem
hochohmigen Zustand schaltet, und dessen Schaltstrecke in den Heizschaltkreis integriert ist,

- einem Widerstandselement (Z; Z'; Z"), das in den Heizschaltkreis integriert und in Serie zur Schaltstrecke des
Halbleiterschalters (Q3; Q3'; Q3") geschaltet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass der Widerstandswert des Widerstandselementes (Z; Z'; Z") so dimensioniert ist,
dass im niederohmigen Zustand der Schaltstrecke an der Serienschaltung, bestehend aus dem Widerstandsele-
ment (Z; Z'; Z") und der Halbleiterschaltstrecke, eine elektrische Spannung anliegt, die den Halbleiterschalter (Q3;
Q3'; Q3") niederohmig steuert, und die Schaltungsanordnung ein RC-Glied (R3, C5; R3', C5'; R3", C5") aufweist,
das parallel zu der aus dem Widerstandselement (Z; Z'; Z") und der Halbleiterschaltstrecke des Halbleiters (Q3;
Q3'; Q3") bestehenden Serienschaltung angeordnetist und tiber dessen Zeitkonstante die Dauer der Vorheizphase
eingestellt wird.

Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiterschalter (Q3; Q3'; Q3") ein
Feldeffekttransistor ist, dessen Drain-Source-Strecke in Serie zum Widerstandselement (Z; Z'; Z") geschaltet ist.

Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Widerstandselement (Z) ein ohm-
scher Widerstand ist.

Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR das Widerstandselement (Z'; Z") ein Kon-
densator ist.

Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Spannungsabfall Gber der Serien-
schaltung aus Widerstandselement (Z; Z'; Z") und Drain-Source-Strecke des Feldeffekttransistors (Q3; Q3'; Q3")
im niederohmigen Zustand der Drain-Source-Strecke ungefahr 10 V betragt.

Schaltungsanordnung nach den Anspriichen 2 und 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Drain-Source-Strecke
des Feldeffekttransistors (Q3") direkt in den mit Wechselstrom beaufschlagten Heizschaltkreis integriert ist.

Schaltungsanordnung nach den Anspriichen 2, 4 und 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Schaltungsanordnung
parallel zur Drain-Source-Strecke des Feldeffekttransistors (Q3") einen Kondensator (C") besitzt, der mit dem
Widerstandselement (Z") einen kapazitiven Spannungsteiler bildet.

Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, daf’ in den Heizschaltkreis ein Brickengleichrichter (GL; GL') integriert
ist, wobei der Halbleiterschalter (Q3; Q3') zwischen die Gleichspannungsanschliisse des Briickengleichrichters
(GL; GL'") geschaltet ist.

Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB in den Heizschaltkreis ein Lampenspan-
nungslberwachungsglied (R6, R7, C6, D3) integriert ist, das die Schaltungsanordnung in Verbindung mit einer
Abschaltungsvorrichtung bei Gberhéhter Lampenziind- oder Lampenbetriebsspannung abschaltet.
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Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das RC-Glied (R3, C5; R3', C5'; R3",
C5") als Lampenspannungsiiberwachungsglied ausgebildet ist, das die Schaltungsanordnung in Verbindung mit
einer Abschaltungsvorrichtung bei Giberhdhter Lampenziind- oder Lampenbetriebsspannung abschaltet.

Claims

10.

Circuit arrangement for operating one or more low-pressure discharge lamps, comprising

- aninverter (Q1, Q2; Q1', Q2"; Q1", Q2") with a drive device (A; A'; A")

- and.c. voltage supply for the inverter,

- a resonance circuit, which is connected to the inverter (Q1, Q2; Q1', Q2"; Q1", Q2") and has at least one
resonance inductance (L; L'; L") and a resonance capacitor (C2; C2'; C2") and operates at least one low-
pressure discharge lamp (LP1, LP2; LP'; LP") equipped with pre-heatable electrode filaments (E1, E2, E3,
E4; E1', E2"; E1", E2"),

- a heating circuit for pre-heating lamp electrodes (E1, E4; E1', E2'"; E1", E2"),

- a semiconductor switch (Q3; Q3'; Q3"), which switches the heating circuit between a low-impedance and a
high-impedance state, and the contact clearance of which is integrated into the heating circuit,

- aresistance element (Z; Z'; Z"), which is integrated into the heating circuit and is connected in series with the
contact clearance of the semiconductor switch (Q3; Q3'; Q3"),

characterized in that the resistance value of the resistance element (Z; Z'; Z") is of such a rating that, in the low-
impedance state of the contact clearance at the series connection, comprising the resistance element (Z; Z'; Z")
and the semiconductor contact clearance, there is an electrical voltage which controls the semiconductor switch
(Q3; Q3'; Q3" into the low-impedance state, and the circuit arrangement has an RC element (R3, C5; R3', C5';
R3", C5"), which is arranged parallel to the series connection comprising the resistance element (Z; Z'; Z") and
the semiconductor contact clearance of the semiconductor (Q3; Q3'; Q3") and by means of the time constant of
which the duration of the pre-heating phase is set.

Circuit arrangement according to Claim 1, characterized in that the semiconductor switch (Q3; Q3'; Q3") is a
field-effect transistor, the drain-source path of which is connected in series with the resistance element (Z; Z'; Z").

Circuit arrangement according to Claim 1, characterized in that the resistance element (Z) is an ohmic resistor.
Circuit arrangement according to Claim 1, characterized in that the resistance element (Z'; Z") is a capacitor.

Circuit arrangement according to Claim 2, characterized in that the voltage drop across the series connection
comprising the resistance element (Z; Z'; Z") and the drain-source path of the field-effect transistor (Q3; Q3'; Q3")
in the low-impedance state of the drain-source path is approximately 10 V.

Circuit arrangement according to Claims 2 and 4, characterized in that the drain-source path of the field-effect
transistor (Q3") is integrated directly into the heating circuit supplied with alternating current.

Circuit arrangement according to Claims 2, 4 and 6, characterized in that the circuit arrangement has in parallel
with the drain-source path of the field-effect transistor (Q3") a capacitor (C"), which with the resistance element
(Z") forms a capacitive voltage divider.

Circuit arrangement according to Claim 1, characterized in that a bridge rectifier (GL; GL') is integrated into the
heating circuit, the semiconductor switch (Q3; Q3') being connected between the d.c. voltage terminals of the
bridge rectifier (GL; GL').

Circuit arrangement according to Claim 1, characterized in that a lamp-voltage monitoring element (R6, R7, C6,
D3), which, in conjunction with a switching-off device, switches off the circuit arrangement when there is an ex-
cessive lamp-firing or lamp-operating voltage, is integrated into the heating circuit.

Circuit arrangement according to Claim 1, characterized in that the RC element (R3, C5; R3', C5'; R3", C5") is
designed as a lamp-voltage monitoring element which, in conjunction with a switching-off device, switches off the
circuit arrangement when there is an excessive lamp-firing or lamp-operating voltage.
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Revendications

10.

Circuit d'alimentation d'une ou de plusieurs lampes a décharge basse pression, constitué

- d'un onduleur (Q1, Q2; Q1', Q2"; Q1", Q2") ayant un dispositif A; A" ; A") d'excitation

- d'une alimentation en tension continue pour l'onduleur,

- d'un circuit de résonance qui est raccordé a I'onduleur (Q1, Q2 ; Q1', Q2'; Q1", Q2") et qui a au moins une
inductance (L ; L'; L") de résonance ainsi qu'un condensateur (C2 ; C2'; C2") de résonance et qui fait fonc-
tionner au moins une lampe (LP1, LP2 ; LP'; LP") a décharge basse pression munie de filaments (E1, E2,
E3, E4; E1', E2'; E1", E2") d'électrodes qui peuvent étre préchauffés,

- d'un circuit de chauffage destiné a préchauffer des électrodes (E1, E4 ; E1', E2'; E1", E2") de lampe,

- d'un circuit (Q3; Q3'; Q3") a semi-conducteur, qui commute le circuit de chauffage entre un état a basse
valeur ohmique et un état a haute valeur ohmique et dont la section de commutation est intégrée au circuit
de chauffage,

- d'un élément (E ; Z'; Z") résistant, qui est intégré au circuit de chauffage et qui est monté en série avec la
section de commutation du commutateur (Q3 ; Q3'; Q3") a semi-conducteur,

caractérisé en ce que la valeur de la résistance de I'élément (Z ; Z'; Z") résistant est telle que, lorsque la
section de commutation est a I'état a basse valeur ohmique, il s'applique au circuit série,constitué de I'élément
(Z;Z"; Z") résistant et de la section de commutation a semi-conducteur, une tension électrique qui commande a
basse valeur ohmique le commutateur (Q3 ; Q3'; Q3") a semi-conducteur et le circuit comporte un élément (R3,
C5; R3', C5'; R3", C5") RC qui est monté en parallele au circuit série constitué de I'élément (Z ; Z'; Z") résistant
et de la section de commutation a semi-conducteur (Q3 ; Q3'; Q3") et qui regle par sa constante de temps la durée
de la phase de préchauffage.

Circuit suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le commutateur (Q3 ; Q3'; Q3") a semi-conducteur est
un transistor a effet de champ dont la section de drain-source est montée en série avec I'élément (Z; Z'; Z")
résistant.

Circuit suivant la revendication 1, caractérisé en ce que I'élément (Z) résistant est une résistance ohmique.
Circuit suivant la revendication 1, caractérisé en ce que I'élément (Z'; Z") résistant est un condensateur.

Circuit suivant la revendication 2, caractérisé en ce que la chute de tension aux bornes du circuit série constitué
de I'élément (Z ; Z'; Z") et de la section drain-source du transistor (Q3 ; Q3'; Q3") a effet de champ est, lorsque
la section drain-source est a |'état a basse valeur ohmique, d'environ 10 V.

Circuit suivant les revendications 2 et 4, caractérisé en ce que la section drain-source du transistor (Q3") a effet
de champ est intégrée directement au circuit de chauffage alimenté en courant alternatif.

Circuit suivant les revendications 2, 4 et 6, caractérisé en ce que le circuit a en paralléle a la section drain-source
du transistor (Q3") a effet de champ un condensateur (C"), qui forme avec I'élément (Z") résistant un diviseur de
tension capacitif.

Circuit suivant la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est intégré au circuit de chauffage un redresseur (GL ;
GL") en pont, le commutateur (Q3 ; Q3') a semi-conducteur étant monté entre les bornes de la tension continue
du redresseur (GL ; GL') en pont.

Circuit suivant la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est intégré au circuit de chauffage un élément (R6, R7,
C6, D3) de contrdle de la tension de la lampe, qui coupe le circuit en liaison avec un dispositif de coupure lorsque
la tension d'amorgage ou de fonctionnement de la lampe est surélevée.

Circuit suivant la revendication 1, caractérisé en ce que I'élément (R3, C5; R3', C5'; R3", C5") RC est constitué
en élément de contrdle de la tension de la lampe, qui coupe le circuit en liaison avec un dispositif de coupure
lorsque la tension d'amorgage ou de fonctionnement de la lampe est surélevée.
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